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C で 1.9meV のバンドギャップエネルギー差が、Si の同位体 28Si と 30Si とのバ
ンドギャップエネルギー差は 1.0meV、Geの同位体 70Geと 76Geでは 0.32meVと
報告されている。しかし、これまでにドーパントの活性化エネルギーにおける
同位体効果について報告はされていない。 







② 格子定数の変化の活性化エネルギーにおける同位体効果は 0.0001eV 程度で
あった。室温エネルギーと比べても無視しえない大きさであった。 
③ 同位体ドーパントと Si 同位体の組み合わせとしては、周期表第Ⅲ族元素で
は 10B30Si、周期表第Ⅴ族元素では 121Sb 29Siを発見した。 
